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第5世代IGBT (IGBT5)構造解析、プロセス解析レポートリリース 
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・ 最大動作温度が175℃へ向上 (前世代のIGBT4は150℃)。
・ IGBTチップのトップメタライゼーションとボンドワイヤーは、

従来のAlからCuへ → INFINEON .XTテクノロジー。
⇒厚膜Cuメタライゼーションの使用は、コレクタ電流密度を20％増加させる。

・ ダイアタッチは、高温対応のAg焼結層ハンダを使用。
・ 新しいIGBT Dual-Oxide Trench構造が使用されている。

⇒ 入力容量（Cies）およびゲート電荷（Qg）の低減を可能にしている。

デバイス特徴、解析結果ポイント 

構造解析レポート内容 
・IGBTモジュールの構造解析と材料分析
・IGBT5チップの構造解析

プロセス解析レポート内容 
・IGBT5とIGBT4の特性比較  ・IGBT5のフロントエンドウェーハプロセスフロー推定
・XT技術の主な構造とプロセスの特徴  ・関連文献および特許リスト抽出

※内容詳細はP2,P3参照下さい
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